
課題番号 ：F-15-TU-0103 

利用形態 ：機器利用 

利用課題名（日本語） ：量子ビーム格子の開発と作製 

Program Title (English) ：Fabrication of grating for quantum beam phase imaging 

利用者名（日本語） ：佐本哲雄 

Username (English) ：T. Samoto 

所属名（日本語） ：東北大学多元物質科学研究所 

Affiliation (English) ：IMRAM, Tohoku University 

    

１．概要（Summary） 

X 線位相イメージングを得るためのキーデバイスとして

X 線用のグレーティングは重要である。狭周期構造（1 

µm程度）をもつ高品位な Siグレーティングを作製するた

め、その作製プロセスを検討している。X 線用グレーティ

ングとしては、X線の位相差をつける数十µmの距離が必

要なため、必然的に高アスペクト周期構造となる。使用し

た機器はすべて東北大学西澤潤一記念研究センター内

の設備を利用した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

レーザ描画装置，ステッパ装置群一式，Deep RIE装置 

【実験方法】 

設計したグレーティングパターンを、レーザ描画装置を

用いてレチクル上に作製した。Canon ステッパによりこれ

をSi上に 1/5に縮小して投影し、露光、現像して、所望の

パターンをレジスト上に形成した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

レーザ描画装置を用いて設計パターンの 5倍のスケー

ルでレチクルを作製した（Fig. 1）。5 インチ石英基板全面

への描画時間は 4.5 時間を要した。次にステッパ装置に

より Si上に 1/5に縮小投影して直径 1 µm穴径の三角格

子レジストパターンを作製した（Fig. 2）。穴径間隔1.7 µm

が形成されている。このパターンを用いて Siのエッチング

を Deep RIE 装置にて検討している。数十 µm の高アス

ペクト比エッチングを行うにはレジストの設計に関連したス

テッパ装置条件や Deep RIE 装置条件の最適化が必要

と考えている。 
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Fig. 1 Reticle pattern for 2D phase grating. 
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Coating thickness 1.57 μm

 

Fig. 2 Fine resist pattern on Si. 
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